olrt

=53] 10-0604189

(19) 3 =53 H(KR)
(12) =553 FEB1)
(51) . Int. CL (45) Fd=} 2006 307€25Y

HOIL 27/115 (2006.01) (1D $35¥% 10-0604189
(24) T54A 20063074918

(21) =9HE 10-2003-0101014 (65) F/NHZ 10-2005-0069114
(22) L L= 2003412¥430d (43) &ML=k 2005107405
(73) 53 AA FRAGEZ Y~ T2 3] A}

A& 7T dixE 891-10

(72) &g =} o]/
013 A A B3 -2k 2 %5 3 8o} 9k E 206-507

(74) gl A4

AR B

(54) @< EYACE 729 W52 A R IAZYH

Fo
12

re
1
ol
rlo
E
[

(SONOS) A5 o] &3 &d e Aol E 725 7HA = B S2A vlieo w3k Aol

i

°
M
>

(o]

2 12 P2 ime a4 % AR
Avsher, 7] B Abahebe] el P4 E
NO = 7] A& 719 - Aol = 4
I8 EeA0IE: 47 0 =gl
59 kbR, AelE 71w el B Ashehg SR Wl Y] BY Alshere]
15here SR Al 4] B9 Askehe] el B Ashete F3ste] ONO B g sHE vl 47
e sk Bl 47 A2 7 we] ONO B2 A9l & o] G eo] Ao = Mg

e
ol

42 2 T lo

2
e
@)

-z
2

ot

o,

jﬂ; -
s

2 [~ 12 oy e
o
=
=
o
i)
oX
=

Im o
o ¥ &
N

o

1
} o
A R 4371 ONO % ahipwle] =ajelg g4 st Ao = hshet sk
2ol E Pl Hwel ax APy o o] 2ol ol 7% 4 5ol 3

o O
Z Z
GNe)

4

g

>,
S
f
X
o
[m
24
S
=2
ox
S
=2
el
o
i
AU
i
tlo
ol\
2
o
rlr
ue)
)
o
N



ol

=53] 10-0604189

SONOS, ONO, B2 Ao E

g Al A

Wgo] &ahis 7% R 1 woke] Hehrl%

H Ao e By AolE X9 HEY 2 D 1 A FZ o #3lk 7 =
(oxide-nitride-oxide) B 848, A7) ONO 22 E3tali= AL de] S Ae2S FAAA el Beo e 7}
A= W 2a] APz O Az 33k A o))

;

2= I A 3 EA W 28 (volatile memory) 2} W] 3 WA v 28] (non-volatile memory) %=

g W] o it RAM(Dynamic Random Access Memory), SRAM(Static Random Access
Memory) ‘52 RAM®] A &FaL 2l om, H e Q17kA] dolgle] 9f 8 B HEo] 7hashA| vt A A A A vl el 7} 3¢y

7bedt 542 7Hxt vkd oﬂ ROM(Read Only Memory)e] thi-5-8 xA8kar gl v 3akA vl 2e)s A
ol A7kE A gFole Hlo|H7F HEE = 545 7H

1% =W A B3 WA WEe Fx= Z 28 Ao E(floating gate) AlQ I F 27 o) A4+e] §xdto] 23 &
30 2 &% MIS(Metal Insulator Semiconductor) Al & &t}

rr

3

29 AolE Ald 9] wrg X = A $-E(potential wel)S 0] 8314 719 &
(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 2. & 7}4 dd] £85 11

Oxide) T-3=7} t] 4 o]t}

< 78, @A 22 EEPROM
9l ETOX(EPROM Tunnel

% FAT-EA A E45HE Erap)g ol-§3te] 719 7]

vk o] MIS Al S fAY Hg S -9 A4
5SS 8%t A4 YA EEPROMOZ F2 2851 ¢ MONOS/SONOS(Metal/Silicon ONO Semiconductor)—*
Z7F I EA QI ool

L 39 2ml(SONOS) 2 ol20) o] FE JER FARLA, Fo diess L8] LA Lo

(105)¢F =8¢1(106)°] FA ¥ P& A& 7]4(100)°] HY Pi}m(1o1 i}m(102) B2 289H(103)S =}
2 2t 2 9o Al E(104)7F &5 o] A T2 & Hol gtk A l 2] A= Al EZQte o3 A 9

4 o]}o A}ﬂ\:ﬂto 401_7} Eiuaoﬁ Nﬂizlglfuhﬁvq Eeﬂoﬂ 201 T EEHO =23 1 ]ﬂﬂ u{]ﬂl/]ﬁg 0]%0},_ 7‘<jo]-
EAY ax) o] TRE 9 Za] Ml Al gk ONOTS AL 43to 24 o] 2 £ 4 lr). & & U] g o]
ahe] ElUAlatebg AL8ab] el vime) o) 2718 24 Fol wP At feldhn 4EAGE A BE 5 9

g, Ao F2 FEY A g o w22 Axpe] Zg-oll= 3] = A5 A] B v B ] Ao A dA e
AAF{7F ebx] delE w5 Aol A £EL % 3 AAA ZZ2IHE AJEjo A= o] e Aol AAH AAFH 5&
B TA 7= H AA(over erase) 0] JEI}E 5 Ax i Ao W2 AL =832 EA &S n = 4|
Aol AUt

g o] o] Fa12) k= 7] = A A



Z=2E3 10-0604189

:I.LZO hoi
20 owe £A R L AR E W F A ol s glo)A
le} - - A }\ y

]
k=

o] Aw

P
=

_%EH 7]

o

ato] o) 27 &

[e)
o

g

79} 2
3

=

=

ze] vl AR i w e

L
= ]
@ m o = ~ e )
</ ) _,mmﬂ = o = m s
wi < = 3w ) 5 T BT T
— ri Bo zo AL OE ~ s 1%0 i
‘OI o ~X B OE 0 EE ™ T =
T il el S s o 5 ol N T
= = NS i by W sy
- =3 ik = Moo =) KT
<0 < T o T jrd ®o o W E
=K & W F W Zo ot e A = =g X X
& ) = L HE oW o 2 R
il ;10 3 s oy Bl Z. No 4 T X = X oo Ho
Cla N o & 5 "% Og = T " ko
= o o Aok W "o 5 — o M
il o <0 m %o 7o M o u N e ME o 5 4 o
W T TS = Moo E [ <2 S
T 5 r = A o T B < T
B B — wmy = & 3 = o 2
0 [ o ™ . 4] \al ~~ N X ;OL U‘* T
< X0 Ly 80 %o < T W R bl R ) do B ol 5%
o EAuE 7 ) - S
CRCI . ° g Mk . gt %ng%
S Sri=w® = o P %o i B o = T o E N
P X SIEIECY 2o olge B = NoOBZ ﬁuonnynﬂ.ﬂ
z T 3E3F P BY LR G 4 oIl R
> T o N g s o = Mm W P = W d Jm,o o &
—_ T —
@) M Kooy M o 9 = Oy M = Ao ol B oo ) <
S= S® B wiwo ¥ W - X il S
N o w o or i o ~r 0 o o it ~ % My
R BE % 2oxl TR T ok 2o 5% 0] 4+ A
o = ! o L OF N = il B W ®
i ES 6 0 O Z et o &r K F il = dr = =2 o
Nx 2T o BPoO0Y w g wl = < =
o 4 o o ~aRC) N = By =3 N o 70 _ T J
= - N D T o 2R X = =y W2 Mo W g R
5w P o %0 Bl 5 X =K mo Ul N R
o o i R -y o T Tor ey K T Nl X
o 2 o o=l = 2T 2Z = T o X
E;u; %E T < N 3 - O o 2 o= N a2 E
7o =3 I 0 0 = Bo ) — o) B ! o <4 e < R
X = ™ ~ O B B SN s W W] =y o
B =X LA cl N 2 T o oo L " In
oz S o o X %/\ d_ﬂ;o,_ = o jamn ﬂwﬂuAl | Jvo 700
o Pr N il iH\ELm_W ) 2 %o ﬂpﬂoﬁ X ~ ﬂ_lﬂ = X ﬂ%d_”,mo
3 =K K3 NM oy am o o W ™ 3o my Y mo H A = o ™ o __
ﬂud 7K mo EanﬂL W " NE = WF 7o ey
e m W oEX Iy G =S 2T M
=% b O zOwE P PgT TN oo G Ly
wﬂ WT nk B 2w TH R = MT o o K o3 mE it T ~ up y
— o= i} » ™ — p
20 ke B o= o w X g g P g wey B
iy a o = K S %0 A Mo < tlo o °
B Y Ko x B ok & TR )
= N o Taw~ W qu o P T ~+ 2} N R
™ of T BT WNw I oM Homo  Ho )35 oo w
r T B S —® w0 o T HTM_A%WI
Fuy o Fw FoOBESE 5omE ol o I @ o L B
T ox o = = ZS wWE g T W o &% E ol
=R & S r = B 5 = T zZx RIS
~ o ) o) X mr R il i st O o N o) = R .
MF R T N = E s 9 [ = 0 K= g 0° TN o
- ﬂEa«O ™ ],# oy 2= B o o = | o
R ERITRE R B RN sz? 2
X <~ 1 gl — e ~ Fo Zo _ o|J _ £3 e
5w i = B, o S oo X wwl T L
= Me B o Sg B oW T EOEO® T T R
o % ™ ) oy — oy N ioh- CRcE o o X o ) 7o
o ® HE o m W o wENTe S
0 ™ O [t}

AT 1.



=53] 10-0604189

ul S 2] el Al ol 9lo)A,

|

to]l ONO 2

ulro. Z =&
*}a o;ﬁl—o

3}

= A,

3

471 ONO =& 3B

7] A& 71#2] ONO =2 A9

|

&to] Aol

< JME

N

2]

]

<

71 &4

A Al E o] v K] Axp A=,

AT 2.

AFA|

B

H

104

103

102

101

100




=53] 10-0604189

203

202

201

200

="3a

203

200
=W3b
203
7
k’ 201
200
T3¢

203

202

N 201

200




S2E35] 10-0604189

203

202

s ff\_/ 501

200




	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	색인어
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3a
	도면3b
	도면3c
	도면3d




문서
서지사항 1
요약 1
대표도 1
색인어 1
명세서 2
 도면의 간단한 설명 2
 발명의 상세한 설명 2
  발명의 목적 2
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 2
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 2
  발명의 구성 및 작용 3
  발명의 효과 3
청구의 범위 3
도면 4
 도면1 4
 도면2 5
 도면3a 5
 도면3b 5
 도면3c 5
 도면3d 6
